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 Δίοδος Schottky: α) Συμβολισμός, β) τρόπος κατασκευής γ) χαρακτηριστική ρεύματος τάσης δ) 
σύγκριση με την χαρακτηριστική διόδου επαφής pn ε) λειτουργία – χρήση.  [0.5] 
 

 Σχεδιάστε την χαρακτηριστική καμπύλη εξόδου (Ιc-Vce) ενός τρανζίστορ npn και απεικονίστε τις 
τέσσερις βασικές περιοχές. Περιγράψτε μία περιοχή. [0.5] 
 

 Να υπολογιστούν τα ρεύματα που διαρρέουν τους κλάδους. Η δίοδος zener θεωρείται ιδανική. [1]  

 

 Να βρεθεί η PIV για κάθε δίοδο. Δίνεται ότι V1=20ημωt. [2] 

 

 Να υπολογιστεί η τιμή της R για την οποία το SCR σταματάει να είναι αγώγιμο. 
Δίνεται το ΙH=40mA  και VA-K = 0,7V. [1] 
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 Ανορθωτική διάταξη αποτελείται από γέφυρα διόδων, φορτίο με ωμική αντίσταση 200 Ω και πυκνωτή 
εξομάλυνσης χωρητικότητας 1000 μF. Η μέγιστη τάση στην έξοδο είναι 50 V (Voutmax). Ο λόγος 
μετασχηματισμού είναι 2:1. Η συχνότητα εισόδου είναι 50 Hz. Σχεδιάστε το κύκλωμα και να 
υπολογιστούν (με βάση την 2η προσέγγιση) τα παρακάτω: α) Vripple, β) V2max, γ) Idc δ) Vdc ε) fout ζ) 
Ioutmax η) PIV θ) V1rms ι) V2rms  [2.5] 

 

 

 Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται VCC=20V, R1=82 kΩ, R2=18 kΩ, RE=1 kΩ και 
RC=2.2 kΩ. Να σχεδιασθεί η ευθεία φόρτου και να βρεθεί το σημείο λειτουργίας Q. Δίνεται β=100. 
[2] 
 

 

 Σχεδιάστε τα παρακάτω σύμβολα: [0.5] 
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